Komunikat prasowy

KIOXIA rozpoczyna wysytke probek urzadzen z pamiecia BiCS FLASH™
1 Tb TLC 9. generaciji

Nowe urzgdzenia wykorzystujg istniejgce komorki pamieci i zaawansowane technologie
CMOQOS, co pozwala osiggng¢ wysoka efektywnos¢ inwestycyjng

Diisseldorf, Niemcy, 6 sierpnia 2026 r. — KIOXIA Europe GmbH, firma bedgca $wiatowym liderem

w dziedzinie rozwigzan pamieci, ogtosita, ze KIOXIA Corporation rozpoczeta wysytke probek
urzadzen z pamiecig TLC (Triple-Level Cell) o pojemnosci 1 Tb wykorzystujgcych technologie
pamieci flash 3D BiCS FLASH™ 9. generacijil'l. Urzgdzenia zostaty zaprojektowane z myslg o
zastosowaniach wymagajacych wysokiej wydajnosci, takich jak komputery osobiste i smartfony z

obstugg sztucznej inteligencji, wyposazone w pamie¢ o niskich lub srednich pojemnosciach.

Firma KIOXIA nadal realizuje strategie dwuosiowg opartg na innowacyjnychj technologiach CMOS
directly Bonded to Array (CBA)®? oraz On-Pitch Select Gate Drain (OPS)B. W ramach unikalne;
strategii dwuosiowej firma KIOXIA rozwija rownolegle dwie odrebne linie produktéw: rozwigzania 9.
generaciji, ktore zapewniajg wysokag wydajnosc¢ przy stosunkowo niskich kosztach inwestycyjnych,
oraz technologie 10. generaciji, wykorzystujgcg zaawansowane ukfadanie warstw w celu uzyskania

ogromnej pojemnosci i doskonatej wydajnosci.

Nowe urzgdzenia z pamigcig TLC o pojemnosci 1 Tb z serii BICS FLASH™ 9. generaciji,
opracowane z wykorzystaniem 230-warstwowego procesu uktadania opartego na technologii BiCS

FLASH™ 8. generacji oraz zaawansowanej technologii CMOS, zapewniajg predkos¢ interfejsu


http://www.kioxia.com/

NAND na poziomie 4,8 Gb/s. Oznacza to zwiekszenie wydajnosci o 33% w poréwnaniu z

urzgdzeniami 8. generacji, co pozwala im doréwna¢ wydajnoscig urzgdzeniom 10. generacjitl.

Kierujgc sie misjg ,zmiana na lepiej za pomoca pamieci”, firma KIOXIA niezmiennie stawia na
innowacje technologiczne, umacnianie globalnych partnerstw oraz dostarczanie zaawansowanych

rozwigzan pamieci masowej, ktére stanowig fundament nowoczesnej infrastruktury Al.
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Uwagi:

1: Probki te zostaty wyprodukowane wytgcznie w celu weryfikacji dziatania. Ich rzeczywiste parametry w produkcji
masowej moga sie roznic.

2: Technologia, w ktdrej kazda ptytka CMOS i ptytka z matrycg komdrek sg produkowane oddzielnie w indywidualnie
zoptymalizowanych warunkach, a nastepnie tgczone ze sobg. Technologia zostata zastosowana poczgwszy od produktow
BiCS FLASH™ 8. generac;ji.

3: Technologia umozliwiajgca skrocenie linii bitowej (z ang. bit line) oraz zmniejszenie pojemnosci linii stowa (z ang. word
line) poprzez usuniecie nieuzywanych otworéw pamieciowych. Technologia zostata zastosowana poczgwszy od
produktow BiCS FLASH™ 8. generac;ji.

4: 1 Gb/s oznacza 1 000 000 000 bitéw na sekunde. Wartos¢ ta zostata uzyskana w okreslonym srodowisku testowym w

firmie KIOXIA Corporation. Rzeczywiste wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci od warunkow uzytkowania.

Gestos¢ produktu jest okreslana na podstawie gestosci uktadéw pamieci w produkcie, a nie ilosci pojemnosci pamieci
dostepnej do przechowywania danych przez uzytkownika korncowego. Uzyteczna pojemnos¢ dla uzytkownika bedzie
mniejsza ze wzgledu na nadmiarowe obszary danych, formatowanie, uszkodzone bloki pamieci i inne ograniczenia. Moze
takze zaleze¢ od urzgdzenia hosta i zastosowania. Wiecej informacji mozna znalez¢ w specyfikacjach odpowiednich

produktdw. 1 Gb = 230 bitow = 1 073 741 824 bitow.
Predkosci odczytu i zapisu sg wartosciami najwyzszymi uzyskanymi w okreslonych warunkach badawczych w KIOXIA
Corporation. Firma nie gwarantuje takich samych szybkos$ci odczytu ani zapisu w przypadku urzgdzen indywidualnych.

Szybkosci odczytu i zapisu moga sie rézni¢ w zaleznosci od uzywanego urzgdzenia.

Nazwy firm, produktow oraz ustug moga stanowi¢ znaki towarowe podmiotow trzecich.



Informacje o KIOXIA Europe GmbH

KIOXIA Europe GmbH jest europejska spodtkg zalezng KIOXIA Corporation, wiodgcego na $wiecie dostawcy pamigci flash
i dyskow statych (SSD). Od czasu wynalezienia pamieci flash NAND po dzisiejsze cieszgce sie uznaniem technologie
pamieci flash 3D BiCS FLASH™ KIOXIA nadal jest pionierem innowacyjnych rozwigzan i ustug w zakresie pamieci, ktére
wzbogacajg zycie ludzi i poszerzajg horyzonty spoteczenstwa. Innowacyjna technologia pamieci flash 3D BiCS FLASH™
tej firmy ksztattuje przyszto$¢ pamigci masowej w zastosowaniach wymagajgcych duzej gestosci zapisu, w tym w
zaawansowanych smartfonach, komputerach osobistych, systemach motoryzacyjnych, centrach danych oraz systemach
generatywnej sztucznej inteligencii.
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